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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 Simpulan 
Setelah dilakukan perhitungan dan pembahasan serta analisis, maka dari 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Koefisien transmitansi elektron untuk transistor efek medan terobosan berbasis 
BAGNR yang dihitung menggunakan MMT. Nilai transmitansi elektron ialah 
elektron yang memiliki energi lebih rendah dibandingkan dengan tinggi 
potensial penghalang, sehingga elektron dapat menerobos dinding potensial. 
Hal ini ditunjukan dengan adanya nilai transmitansi yang besarnya lebih dari 
nol pada rentang energi 0.05 – 0.2 eV dan terus stabil sampai 1 eV.  
2. Karakteristik arus terobosan pada hasil perhitungan dengan pengaruh tegangan 
gerbang menunjukan bahwa arus terobosan berbanding lurus dengan nilai VG. 
Nilai tegangan gerbang juga berpengaruh terhadap titik penjenuhan pada arus 
terobosan dengan nilai tegangan masukan dibawah 0.5 V.  
3. Karakteristik arus terobosan pada hasil perhitungan dengan pengaruh lebar pita 
BAGNR menunjukkan bahwa nilai arus terobosan berbanding lurus dengan 
lebar pita. Lebar pita BAGNR mempengaruhi besar celah pita energi (Eg). 
Semakin besar lebar pita BAGNR makan semakin kecil celah pita pada 
BAGNR. Dengan semakin kecilnya nilai Eg maka elektron semakin mudah 
menerobos dinding potensial penghalang.  
4. Karakteristik arus terobosan pada hasil perhitungan dengan pengaruh suhu 
menunjukan bahwa arus terobosan pada transistor efek medan terobosan 
berbanding terbalik dengan suhu. Hal tersebut dipengaruhi resistitivitas termal. 
Semakin tinggi suhu operasional maka semakin rendah arus yang terjadi.  
5. Hasil perhitungan simulasi ini menunjukan karakteristik arus terobosan dengan 
pengaruh lapisan oksida. Arus terobosan berbanding terbalik dengan tebal 
lapisan oksida pada saluran. 
6. Hasil karakteristik cut-off frequency pada transistor efek medan terobosan 
memiliki nilai puncak frekuensi 8.96 THz. 
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 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dalam studi pemodelan arus terobosan pada 
transistor efek medan BAGNR terhadap berbagai variabel yang diubah, penulis 
mengajukan beberapa rekomendasi untuk optimasi divais BAGNR yaitu: 
1. Metode matriks transfer dapat menjadi alternatif untuk menghitung nilai 
transmitansi, nilai yang dihasilkan pada metode ini lebih baik dari metode 
lainnya. Segmen profil potensial dapat dibuat lebih banyak agar dapat 
menunjukan nilai yang lebih akurat. 
2. Agar dapat mendapat data yang lebih baik dalam proses pengembangan divais 
transistor BAGNR dapat dilakukan perhitungan terhadap beberapa 
karakteristik diantaranya subtreshold-swing, transkonduktansi, dan kapasitansi 
muatan pada transistor efek medan terobosan. 
 
 
 
  
